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Aufgabe A)
1)

Bipolar-Transistor:

Bereich ‘ BE-Diode ‘ BC-Diode ‘ vernachléssigbar

normal-aktiv leitend gesperrt | Ipc (Diode 4+ Quelle)

geséttigt leitend | (schwach) leitend -

invers-aktiv gesperrt leitend | Ipg (Diode + Quelle)
FET:

Bereich ‘ Bedingung

Abschniirbereich UDS Z UGS - Up
aktiver Bereich UDS S UGS - Up

2)
Ebers-Moll-Modell gilt fiir alle drei Bereiche. Vernachlissigbare Elemente
siehe Tabelle zu A)1)

E 1T By
Br
Ap —
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B auf Masse

E auf neg. Potential == Uggr >0 BE-Diode leitet
C auf pos. Potentail = Upgc <0  BC-Diode sperrt
= T1 normal aktiv
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T2:

pos. Strom in B

E auf Masse = Upgg >0 BE-Diode leitet
Ugr=5V—-—IcR~5V —-—BplgR=0V = Ugc >0
schwach

= T2 geséttigt

T3:

pos. Strom in B

E auf Masse = Ugg >0 BE-Diode leitet

C auf pos Potential = Upes <0  BC-Diode sperrt
= T3 normal aktiv

T4:

pos. Strom in B

E auf pos Potential = Upgg <0 BE-Diode sperrt
C auf Masse = Upc >0 BC-Diode leitet
= T4 invers aktiv

T5:

UGS:OV;UDS:E)V

Uas —Up =3V <5V =Upg
= T5 im Abschniirbereich

BC-Diode leitet
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Aufgabe B)
1)

BGS, da Basis auf gemeinsamem Potential von Ein- und Ausgangskreis liegt.

2)

Durch Zeichnen des Wechselstromersatzschaltbildes (Kurzschluss der Be-
triebsspannungsquelle Up) und Einsetzen des Kleinsignal-Ersatzschaltbildes
fiir T1 kommt man zu folgendem Ersatzschaltbild:
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U,i, = —Upp, iber R||R fillt keine Spannung ab, da kein Strom flief3t.
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